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 前回、我々は、発光層に Alq3、電子注入層にポリエチレンイミン(PEI)[1,2]、正孔注入層に

MoOxもしくはHAT-CNを用いた逆構造型有機 EL素子の発光・電導機構の報告を行なった[3]。

今回は、前回に引き続き、正孔注入層に MoOx もしくは HAT-CN を用いた逆構造型有機 EL 素

子の解析を行なった。素子構造は、ITO / PEI / Alq3(50nm) / α-NPD(50nm) / MoOx(0.8nm) もし

くは HAT-CN (10nm) / Ag(30nm)である。図 1に正孔注入層にMoOxを用いた素子の電流密度-電

圧特性、図 2に正孔注入層に HAT-CNを用いた素子の電流密度-電圧特性、図 3 に各素子の電子

電流の電流密度-電圧特性を示す。図 1, 2 に示す正孔電流の見積もりには正孔電流素子(Al /α

-NPD(50nm) /MoOx(0.8nm)もしくは HAT-CN(10nm) /Ag(30nm))を用いた。電子電流はデバイス電

流と正孔電流から算出した。正孔注入層に MoOx を用いた素子の発光開始電圧は約 5.5V、

HAT-CNを用いた素子の発光開始電圧は約 4Vである。HAT-CN を用いた素子の電子電流は電流

密度 2×10-2[A/cm2]を超える高電流領域になると、電子電流は飽和傾向にある。図 3 に MoOx

を用いた素子の電子電流と HAT-CN を用いた素子の電子電流を比較したものを示す。正孔注入

層に HAT-CNを用いた素子のほうが電子電流は良く流れている。十分な正孔電流が得られれば、

Alq3の電子電流分は同じと考えられる[4]。ここでは、電子注入が必ずしも不十分であることに

加え、正孔電流の違いが電流連続によって電子注入に対して影響を与えていることが示唆され

る。 
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   図 1 MoOxを用いた素子の 図 2 HAT-CN を用いた素子の  図 3 算出した電子電流 

    電流密度-電圧特性    電流密度-電圧特性      の比較 
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